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@ Proc^dd d'interconnexion de pastilles semi-conductrices en trois dimensions, et composant en 
resultant 



@ Selon le proc6d6 de rinvention. des plaquet- 
tes (P) fonm^es chacune de una ou plusieurs 
pastilles semi-conductrices sent munies de 
conducteurs (F), fils par exemple, connect6s 
aux plots (Pc) des pastilles et orientes vers les 
faces Iat6rales de rempilement puis les pastil- 
les sont empiI6es et enrob^es dans un materiau 
(40) susceptible d'etre ulterieurement selective- 
ment 6limin6 ; on decoupe ensuite les faces 
lat^rales de Tempilement de sorte ^ faire appa- 
raftre les sections (C) des conducteurs pr6c6- 
dents (F), on fomne sur les faces de 
Tempilennent des connexions (CJ destinies ^ 
interconnecter ^lectriquement les sections de 
ces conducteurs (F), puis on elimine selective- 
ment le materiau d'enrobage (40). 
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La presente invention a pour objet un procede 
(^'interconnexion de pastilles semi-conductrices en 
trois dimensions, ainsi que !e composant electroni- 
que en resultant, chacune des pastilles contenant, 
par exemple, un connposant 6lectronique, un circuit 
Integra, ou un capteur, Tensembie pouvant constituer 
par exemple une micromachine. 

La realisation des systfemes electroniques ac- 
tuels, tant civils que militaires, doit tenir compte d*exi- 
gences de plus en plus grandes de compacit6. du fait 
du nombre de plus en plus eleve de circuits mis en 
oeuvre. 

En ce sens, il a dej^ 6t6 propose de r^aliser des 
empilements de circuits int6gr6s dits "trois dimen- 
sions" (3D), comme par exemple decrit dans la de- 
mande de brevet fran^ais 2.670.323 au nom de 
THOMSON-CSF. Selon cette realisation, les pastilles 
semi-conductrices sont empil6es apr6s avoir 6t6 mu- 
nies de fiis de connexion onentcs vers les faces istd- 
rales de Tempilement, puis elles sont rendues solidai- 
res les unes des autres par enrobage. par exemple 
dans une r6sine; les interconnexions des pastilles 
sont ensuite r6alisees sur les faces de Tempilement 

La presente invention a pour but de modifier ce 
processus pour permettre au composant 3D resultant 
de r6pondre d des specifications plus strictes en en- 
vironnement severe, spatial par exemple, Cela est 
realise notamment en evitant que les pastilles semi- 
conductrices ne se trouvent finalement.enrobees 
dans une resine, ce qui permet, d'une part, de meil- 
leures performances ^ haute frequence et, d'autre 
part, de reduire les contraintes m6caniques s'exer- 
^ant sur les pastilles lors de variations de temperatu- 
re. 

Pius precisement, invention a pour objet un pro- 
cede d'interconnexion de pastilles en trois dimen- 
sions tel que decrit par la revendication 1. 

Elle a egalement pour objet un composant en re- 
sultant, tel que decrit par la revendication 11 . 

D'autres objets, particularites et resultats de Tin- 
vention ressortiront de la description suivante, don- 
nee ^ titre d'exemple et illustree par les dessins an- 
nexes, qui representent: 

- la figure 1 , un mode de realisation du procede 
selon invention ; 

- la figure 2a, une vue en perspective edatee 
d*un mode de realisation des premieres etapes 
du procede salon I'invention ; 

- la figure 2b, une vue en coupe partielle de la f i- 



- les figures 8a et 8b. deux variantes de I'empi- 
lement obtenu apres elimination du materiau 
d'enrobage ; 

- la figure 8c, une variante de la figure preceden- 
5 te. 

Sur ces differentes figures, les memes referen- 
ces se rapportent aux memes elements. Par ailleurs, 
pour la darte des dessins, rechelle reelle n'a pas ete 
respectee. Egalement, pour simplifier, on a decrit Gi- 
ro apres le cas ou les plaquettes empiiees ne conte- 
naient chacune qu'une seule pastille semiconductri- 
ce, mais I'invention est bien entendu applicable au 
cas ou les plaquettes, ou substrats, contiennent plu- 
sieurs pastilles. 
15 La figure 1 illustre done un exemple de realisa- 

tion du precede selon invention. 

La premiere etape, reperee 11. consiste ^ 
connecter eiectriquement des conducteurs sur cha- 
cun des plots des pastilles semi-c-onduct rices dest*- 
20 nees ci constituer Tempilement 

Cette etape peut etre realisee de diff6rentes ma- 
nieres. 

Un premier mode de realisation est represente 
sur les figures 2a et 2b, la figure 2a etant une vue en 

25 perspective edatee de plusieurs pastilles, par exem- 
ple deux, et de leurs moyens de connexion, la figure 
2b etant une vue en coupe d'une seule pastille et de 
ses moyens de connexion. 

Sur la figure 2a, on a done represente deux pas- 

30 tilles, reperees P. Dans chacune de ces pastilles est 
par exemple realise un circuit integre queleonque. 
une memoire par exemple. Ala surface de la pastille 
P apparaissent des plots Pc disposes par exemple 
comme represente sur la figure, au voisinage de deux 

35 des bords de la pastille, ou encore sur Tensemble de 
la surface de Tune des faces de la pastille; ces plots 
Pc pennettent la connexion eiectrique du circuit 
contenu dans la pastille vers Texterieur. 

Les moyens de connexion de chacune des pas- 

40 tilles comprennent: un substrat ou film eiectrique- 
ment isolant 21 ea fonme de cadre, la pastille P etant 
destinee ^ occuper le centre du cadre; des depots 
conducteurs, ou pistes, 22 disposes sur le substrat 
21, et enfin des conducteurs eiectriques F, tels que 

45 des f ils ou des rubans, cables entre les plots Pc de la 
pastille et les pistes 22 du substrat 21. 

La figure 3 represente, egalement vu en coupe, 
un autre mode de realisation des moyens de 
connexion d'une pastille P. 



Ill 



la figure 6, une vue en coupe de lempiiement mediaire d'une ccuche conductrice 25. 

obtenu a partir de fun des modes de realisation 55 Comme precedemment. le substrat 23 porte des 

..re^edents - conducteurs. ou pistes, metallises 24, et chacun des 
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La figure 4 represente encore un autre mode de 
realisation des moyens de connexion des plots des 
pastilles semi-conductrices. 

Sur cette figure, on retrouve une pastille P avec 
ses plots Pc- La connexion est ici r^alisee salon une 
technique connue sousle nom de TAB (pour Tape Au- 
tomatic Bonding ou connexion automatique par ban- 
de); selon cette technique, la pastille P est entouree 
par un film electriquement isolant 26 en forme de ca- 
dre, le film 26 portant des rubans Electriquement 
conducteurs 27, relativement rigides et debordant du 
cadre 26 de sorte ^ venir jusqu'au droit des plots Pc, 
la partie des rubans 27 se prolongeant au del^ du ca- 
dre 26 jouant le role des conducteurs F pr^c^dents. 
Les plots Pc sont renforc6s par une couche conduc- 
trice suppl6mentaire 28 pour former un bossage, et 
I'ensemble des bossages sont connect^s aux rubans 
27 en une ou plusieurs operations. 

Dans les diff6rentes variantes illustrees sur les 
figures 2a ^4. les substrats isolants (21, 23. 26) por- 
tant les conducteurs F sont par example an un mat6- 
riau organique. 

La figure 5a illustre un autre mode de realisation 
de la connexion des conducteurs sur les plots des 
pastilles P. 

Sur cette figure, on a represents en coupe une 
pastille P portant des plots Pc, r6partis par example 
sur touta la surface sup6rieure de la pastille. Chacun 
des plots Pc est racouvert d'une surEpaisseur de ma- 
teriau conductaur 29 pour former un bossage. Les 
moyens de connexion de cette pastille P sont consti- 
tues ici par un support electriquement isolant 30. par 
exemple an cSramique (alumine. nitrure d'aluminium 
ou diamant par example), qui porte des conducteurs 
sous forme da depots metalliques 36 et 37 sur les sur- 
faces inferieure 32 et superieure 31 du support 30, 
ces deux surfaces communiquant par exempie par 
!*intermediaire de trous metallises 33, realises k tra- 
vers rSpaisseurdu support 30. Les conducteurs 36 et 
37 sont connect^s aux bossages 29 et relient ainsi les 
plots Pc ci la peripherie du support 30. 

Dans ce mode de realisation, ce sont les pistes 
36 et 37 qui jouent le role des conducteurs F prece- 
dents. Pour simplifier, on designera ci-apres par 
"conducteurs", indistinctement les conducteurs F ou 
les pistes 36, 37. 

L'^tape suivante (12) du precede selon I'inven- 
tion consiste k empiler les pastilles, munies de leurs 
moyens de connexion, les unes au-dessus des au- 
tres. En tant que besoin. des entretoises ou cales 



termediaire de bossages 29. A titre d'exemple, le sup- 
port 30 peut etre multicouche, ici constituE de deux 
couches 34 et 35, de sorte ^ faciliter le routage des 
connexions, les conducteurs 36 et 37 etant situes res- 

5 pectivement sur la surface superieure et sur la surfa- 
ce intermediaire du support 30, laissant ainsi la face 
inferieure 32 libra de toute piste. 

A titre d'exemple egalement. la face inferieure de 
la pastille P, celle qui ne porte pas les plots P^ est 

10 egalement munie de bossages metalliques 38; ceux- 
ci sont destines ^ venir en vis-^-vis de plots metalli- 
ques 39 port6s par le support 30 de la pastille du des- 
sous, cet ensemble 6tant destine ^ faciliter le centra- 
ge des pastilles et des supports: en effet, ainsi qu'il 

15 est connu, lorsque les elements 38 et 39 sont amenes 
^ leur point de fusion, les forces da tension superfi- 
cielle qui y sont creees provoquent leur alignement 
automatique (autocentrage). 

Uavantage de cette variante est, outre les possi- 

20 biirtes d'autocentrage, id deiisite eievee des plots 
qu'elle permet sur la pastille. 

L'etape suivante (13, figure 1) consista ^ anrober 
Tempilement precedemmentobtenu a i'aide d*un ma- 
teriau qui soit susceptible d'etre ulterieurement et se- 

25 lectivament eiimine. 

Un tal materiau peut etre un materiau organique, 
tel qu'une resine. resine photosensible par exemple. 
En tant que besoin. le materiau d*enrobage peut etre 
polymerise afin de lui donner un minimum de tenua 

30 mecanique. sous reserve que cette polymerisation 
n'tnterdise pas son elimination ulterieure. 

La figure 6 illustre ie resultat d'une telle opera- 
tion, dans le cas par exemple ou l'etape 11a ete rea- 
lisee comme illustre sur les figures 2a et 2b. 

35 Sur la figure 6, on a represente un empilement de 

cinq pastilles P par exempie, chacune etant entouree 
d'un cadre isolant 21 portant les pistes 22, auxquelles 
sont connectes les plots Pc des pastilles P par I'inter- 
mediaire des fils F. Dans cet exemple, des cales ou 

40 entretoises 41 sont disposees entre les cadres 21. 
L'ensemble est enrobe et noye dans un materiau 40, 
tel qu'une resine, qui, bien que vu en coupe, n'a pas 
ete hachure pour la clarte du schema. Dans une va- 
riante de realisation, les cales 41 peuvent etre dispo- 

45 sees entre les pastilles P elles-memes, subsistant 
ainsi dans rempilementfinal. Cette vanante peut etre 
avantageuse pour rigidif ier mecaniquement I'empile- 
ment final et/ou contribuer k son adaptation thermi- 



que. 
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L'etape suivante (14. figure 1) consiste ^ traiter 



comme illustre sur la figure 5a. 

Sur la figure 5b, on retrouve done deux pastilles 

^ f -^rt.'i^^t r^.-T-LTf^ *^'..:r '^ur *'are superieur-^ ^es cicts 



connectes aux plots cJes pastilles P. 

Dans le mode de realisation illustre sur les figu- 
res 2b, 3, 4 ou 6, ce traitement consiste a effectuer 
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veau des conducteurs F entre les plots Pc des pastil- 
les P et les pistes auxquelles ces conducteurs sont 
connectes ^ leur autre extremite. On voit plus parti- 
culi^rennent sur la figure 6 que la decoupe a pour effet 
de supprinner les entretoises 41 et les cadres 21, ne 
laissant subsister dans t'empilement aucun autre ma- 
t^riau organique que le materiau d'enrobage 40, ult6- 
rieurement elimin6. Ceci est vrai pour les modes de 
realisation des figures 2 et 4. 

Dans le mode de realisation iilustr6 sur les figu- 
res 5a ou 5b, ce traitement de Tetape 14 peut consis- 
ter soit comme precedemment en une decoupe, soit 
en un simple polissage, de sorte k faire apparaitre la 
section des pistes 36 et 37. 

Le r^sultat de cette operation est illustr6 sur la fi- 
gure 7. 

L'empilement obtenu apres decoupe est par 
exemple de forme parallel6pip6dique rectangle 

.... I.- :i n^^iif An<t\£^^ 

UUtlllllC lC|Jlcociuc out la iivjuic;, iiiaio ti p«...ut. %^sj<^t^ 

ment Stre en forme de parall6l6pip6de non rectangle, 
de cylindre droit ou oblique, ou toute autre forme. Les 
surfaces exterieures de Tempilement sont consti- 
tuees par le materiau d'enrobage 40, au milieu duquel 
affleurent les sections des conducteurs (F, 36, 37), 
representees par exemple circulaires dans le cas de 
f lis ma is qui peuvent affecter toute autre forme, rec- 
tangulaire par exemple dans le cas de rubans. 

L'^tape d'apr^s (15, figure 1) consiste ^ r^aliser, 
sur les surfaces ext6rieures de Tempilement, des 
connexions reliant 6lectriquement les sections des 
conducteurs (F. 36, 37). 

Ces connexions peuvent etre r^alisees de diver- 
ses mani^res: par exemple, par depot d'une couche 
conductrice, m6tallique par exemple, par tous 
moyens connus (depot chimique, electrochimique, 
depot sous vide...), puis gravure de cette couche pour 
realiserles connexions, a I'aide d'un laser comme par 
exemple decrit dans ia demande de brevet precitee, 
ou encore par photogravure. Elles peuvent etre ega- 
lement realisees par depot direct de pistes conduct ri- 
ces, par s^rigraphie ou k I'aide d'un laser; selon cette 
derni^re technique, on trempe I'empilement dans un 
materiau organo-metallique puts on Telimine sauf sur 
les parties ^clairees ^ I'aide d'un laser, selon le dessin 
voulu pour les connexions: ainsi qu'il est connu, le la- 
ser, en modifiant les liaisons chimiques entre les 
constituants du materiau organo-metallique, permet 
au metal d'adherer ^ I'empilement; on peut ainsi de- 
poser par exemple du palladium ou du cuivre ; au cas 



conducteurs, ou encore de rainures reunissant plu- 
sieurs conducteurs, par exemple a I'aide d'un laser ou 
comme decrit ci-apres. Cette variante permet de fa- 
ciliter les connexions de Tetape 15 et/ou d'en amelio- 

5 rer la qualite. A titre d'exemple, pour renforcer le 
contact 6lectrique entre les connexions de T^tape 15 
et la section des conducteurs (F, 36, 37) dans le cas 
ou le materiau d'enrobage est une r^sine photosen- 
sible, on forme des rainures de la fagon suivante. 

10 Apres I'etape 1 4, les conducteurs affleurent les faces 
laterales de I'empilement. On insole alors la r^sine 
photosensible selon le dessin desir6 pour les 
connexions, la resine etant choisie de fa?on appro- 
pri6e pour que seule la partie insol^e soit attaqu6e 

15 lors d'une phase ulterieure de dissolution: on obtient 
de la sorte une l^gere rainure (qui peut etre typique- 
ment de I'ordre de la dizaine de micrometres) selon 
le dessin des connexions, degageant rextr6mit6 des 
conducteurs. Les connexions reaiisees ensuite 

20 pourront adherer sur toute rextr6mit6 <les conduc- 
teurs, et non seulement sur leur section. 

U6tape suivante (1 6, figure 1 ) consiste k eliminer 
selectivement ie materiau d'enrobage 40. 

Ceci s'effectue ^ Taide de solvants specif iques, 

25 liquides ou gazeux. A titre d'exemple. on peut utiliser 
de rac6tone ou un plasma d'oxyg^ne pour 6liminer 
une r6sine photosensible. 

La figure 8a est une vue en perspective f raction- 
naire de Tempilement apr^s Elimination du mat6riau 

30 d'enrobage, toujours ^ titre d'exemple dans !e cas du 
mode de realisation illustre sur ies figures 2a et 2b. 

Sur la figure 8a, on voit done trois pastilles P et 
quelques uns de leurs plots Pc auxquels sont connec- 
tes des conducteurs F; ^ titre illustratif, on a repre- 

35 sente sur le meme schema des conducteurs F sous 
forme de fils et de rubans, etant entendu qu'en gene- 
ral, on realise un empilement avec des fils unique- 
ment ou des rubans uniquement Les conducteurs F 
sont relies entre eux par des connexions verticales 

40 Cx, en forme de rubans de plus grande largeur par 
exemple. 

La figure 8b est analogue ^ la figure 8a, mais 
pour le mode de realisation des figures 5a ou 5b. 

Les pistes 36 et/ou 37 sont reliees entre elles par 
45 une connexion verticale C^, qui s'appuie en outre sur 
les substrats isolants 30, 

Dans une variante de realisation, illustree sur la 
figure 8c, qui est une vue en coupe d'un support 30 
dans un plan parailele au support, lorsqu'on desire 



et/ou 1 5 sont realisees de teile sorte que les conduc- Le contact eiectnque s efrect'^era a,ec ,a 

teurs (F. 36, 37) non pas affleurent mais fassent sail- 55 connexion verticale C, seion ies deux bords 44 et 45 
lie par rapport a la surface laterale de Tempilement. de la metallisation 43. permettant amsi un meilleur 
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De la sorte, on obtient un empilement dans leque! 
le materiau d'enrobage a ete elimind et, dans ces mo- 
des de realisation particuiiers, exempt de tout mate- 
riau organique, les pastilles etant ici portees m^cani- 
quement par leurs connexions 6!ectriques (F, 36. 
37, CJ et, le cas ech^ant, les substrats (3) portant ces 
connexions, avec Taide eventuellement d'entretoises 
(41). 

Seion une variante, le proced6 selon I'invention 
peut comporterune 6tape supplementaire (17, figure 
1) lors de laquelle I'empilement precedemment obte- 
nu est revetu ext^rieurement d'une couche electri- 
quement isolante, de preference min^rale, oxyde de 
silicium par example, dont les fonctions sont principa- 
lement d'eviter la corrosion et de renforcer la tenue 
m^canique de I'ensembie. Cette couche isolante peut 
etre d6pos6e par exemple par voie chimique, en pha- 
se gazeuse activee par plasma; cette technique est 
connue sous le nom de PECVD (pour Plasma Enhan- 
ced CheiTiical Vapor Deposition ou ueput pai vapeur 
chimique actfv6e par plasma) et elle presente Tavan- 
tage de pouvoir etre realis6e ^ basse temperature 
(100 ^ 150°c, typiquement). 

On a ainsi d6crit un composant resultant de Tenv 
pilement en trois dimensions de pastilles semi- 
conductrices. solldaires m6caniquement les unes 
des autres mais ne comportant pas de materiau d'en- 
robage ou d'adh6sif organique. Cette caract6ristique 
permet d'indure dans Tempilement des plaquettes 
portant des micro-moteurs ou capteurs comportant 
des pieces mobiles. Un autre avantage en est une 
meilleure tenue mecanique lors de variations de tem- 
perature: en effet, les coefficients de dilatation ther- 
mique des materiaux semi-conducteurs et des mate- 
riaux organiques d'enrobage sont en general tr6s dif- 
f^rents, engendrant des contraintes pouvant aller jus- 
qu'a la rupture des pastilles semi-conductrices, Le 
composant selon invention peut done etre utilise 
dans des environnements requierant une grande fia- 
bitite et/ou soumis ^ d'importantes variations de tem- 
perature. En outre, les differents conducteurs etant, 
selon I'invention, entoures d'air et non de materiau 
d'enrobage, les valeurs des capacites parasites entre 
conducteurs, fonctions de la valeur de la constante 
dielectrique (e) du milieu situe entre les conducteurs 
(typiquement 8=4 par la resine epoxy, alors que e=1 
pour Tair), sont beaucoup plus faibles, autorisant ainsi 
le fonctionnement des composants ^ beaucoup plus 
haute frequence. Enfin, bien entendu, le composant 
3D sans materiau d'enrobage ni. ie cas echeant, pi^- 



plusteurs pastilles semi-conductrices, les pastil- 
les comportant des plots pour leur intercon- 
nexion, ie procede etant caracterise par le fait 
qu'il comporte successivement les etapes sui- 
5 vantes : 

• connexion (11) de conducteurs (F, 36, 37) 
aux plots (PJ des plaquettes ; 

• empilement (12) des plaquettes (P) ; 

• enrobage (13) de Tempilement ^ I'aide d'un 
10 materiau (40) selectivement 6liminabie ; 

• traitement(14) des faces de Tempiiement 
pour faire apparaitre les conducteurs ; 

• formation (15) sur les faces de I'empilement 
de connexions (C^) pour I'interconnexion 

15 des conducteurs ; 

• elimination (16) du materiau d'enrobage. 

2. Proc6d6 selon la revendlcation 1, caract6ris6 par 
le fait que, lors de la premiere 6tape (11 ), chacune 

20 des plaquettes (P) est disposee a rinterieur u'un 

cadre (21) en materiau 6lectriquement isolant. 
portant des depots conducteurs (22); que les 
conducteurs (F) sont connectes entre les plots 
(PJ et les depdts conducteurs, et que. lors de la 

25 quatri6me etape (14), les faces de I'empilement 

sont trait^es de sorte ^ supprimer le cadre. 

3. Proc6d6 selon la revendication 1, caract6ris6 par 
Ie fait que, lors de la premiere 6tape (11 ), chacune 

30 des plaquettes (P) est dispos6e sur une plaque 

(23) en materiau 6lectriquement isolant, la pla- 
que portant des depots conducteurs (24), et que 
les conducteurs (F) sont connect6s entre les 
plots (Pc) et les depots conducteurs. 

35 

4. Precede selon la revendication 1, caracteris§ par 
le fait que, lors de la premiere etape, chacune des 
plaquettes (P) est disposee ^ Tint^rieur d'un ca- 
dre (26) en materiau eiectriquement isolant le 

40 cadre portant des rubans conducteurs (27) se 

prolongeant (F) au dela du cadre de sorte ^ venir 
au dessus des plots (Pc) et etant connectes k ces 
derniers, et que, iors de la quatrieme etape (14), 
les faces de Tempilement sont traitees de sorte 

45 ^ supprimer le cadre. 

5. Precede selon la revendication 1 , caracterise par 
le fait que, lors de la premiere etape, les plots (Pc) 
de chacune des plaquettes sont recouverts de 

50 bossages (29), qu'un substrat (30) electrique- 



Revend ications 

1. Procede d'intercorrex :cn de claquettes en trcis 



et que, iors de la quatneme etaoe (14), les faces 
ce i'empifement sont traitees de sorte a faire af- 
''*^urer ies depots metalliaues. 



• 
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6. Precede selon la revendication 5, caracterise par 
le fait que chacune des plaquettes (P) comporte 
en outre une deuxieme serie de bossages (38) 
realises sur celle de ses faces qui ne porte pas de 
plots (Pc), et que le substrat (30) affects ^ la pla- 5 
quette voisine dans rempilement porte des plots 
(39) destines A etre connectes aux bossages de 

la deuxieme serie. 

7. Proced6 selon Tune des revendications 5 ou 6, io 
caract6ris6 par ie fait que les substrats (30) 
comportent chacun des demi-trous metallises 

(42, 43) realises sur leurs faces lat^rales, au ni- 
veau ou sont r6alis6es les connexions (Cx) de 
rempilement et destines k §tre en contact avec 15 
celles-ci. 

8. Proc6d6 selon la revendication 1 . caract6ris6 par 
le fait que. lors de la cinqui6me 6t2pe, il est forme 

des rainures dans rempilement selon-le dessin 20 
des connexions (CJ, les rainures d^gageant Tex- 
tr6mit6 des conducteurs. 

9. Precede selon la revendication 1 . caract6rise par 

le fait qu'on dispose des entretoises (41) entre 25 
les plaquettes lors de rempilement 

10. Proc6d6 selon Tune des revendications pr6c6- 
dentes, caract6ris6 par le fait quMI comporte en 
outre une 6tape (17) de revStement de Tempile- 30 
ment par une couche §lectriquement isolante 
d*un mat^riau mineral. 

11. Composant comportant des plaquettes intercon- 
nectees, ies plaquettes comportant une ou pfu- 35 
sieurs pastilles semi-conductrices, les pastilles 
comportant des plots pourleur interconnexion, le 
composant 6tant caracteris6 par le fait qu'il 
comporte une plurality de plaquettes (P) empi- 
I^es, des conducteurs (F, 36, 37) connectes aux 40 
plots (Pc) des plaquettes et s'6tendant jusqu'aux 
faces de I'empilement, et des connexions (C^) 
pour rinterconnexion des conducteurs, dispo- 
sees sur les faces de i'empilement, formant sup- 
port pour les plaquettes. 45 
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